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その結果、-O-Si-O-直鎖の Si にメチル基を対称に配置した Polymethylsilaxane（PMS）構造、および、
Si-CH2-CH2-Si (メチル架橋構造)によるSiO直鎖の自由度減少が有効であることが分かった。このような構造を
持つSiOCH膜では、ポーラス化させることなく誘電率が~2.1程度達成可能であると計算で予想された。 







ムを用いることで Si-OH 変換を行い、Si-OH によるシラノールカップリング反応を利用することが有効だと分
かった。実際にAr/H2中性粒子ビームを用いて、基板上でDMOTMDSの重合を行った結果、PMS結合とメチ

































り、優れた電極性能を得ることができた。最後に、Pt 基板やHyd-Pt 基板によって、PAH のチッ化が促進され
たメカニズムを考察した。その結果、NBECVD法ではPt表面において、その触媒作用によりカーボンのシアン
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化が効率よく行われたためと考察された。このような触媒作用を成膜プロセスに反映できた要因として、
NBECVD法ではUV、高温電子やイオンの基板照射がないため、Pt-CHxなどの不安定な中間状態構造をPt基
板表面に形成できたためと示唆された。 
第5章は結論である. 
第6章は今後の展望である. 
以上、本論文は, 中性粒子ビーム励起成膜装置を用いることで、材料ガス解離状態の制御と堆積薄膜表面への紫
外線や荷電粒子の放射による欠陥生成を抑制し、原子層レベル表面化学反応を実現することで材料ガス構造に対
応した分子構造を持った薄膜を堆積することが可能となり、従来難しかった複数の機能を同時に達成できる機能
性薄膜が形成できることを実証した。 
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